ELV-Datenblatt

IR-Empfanger-/Demodulator

TFMS 5xx0

Kurzbeschreibung:

Fotodiode mit integriertem Verstéarker fliir PCM-Fernsteuersysteme.

Anwendung als Empféanger fir IR-Fernsteuerungen.

Hersteller: TELEFUNKEN Semiconductors (TEMIC)

- AngepaBt an verschiedene PCM-Trédgerfrequenzen
- Hohe Empfindlichkeit und Stérsicherheit

- Geringe Stromaufnahme: 0,5 bis 1,0 mA (typisch)
- TTL- und CMOS-kompatibel

- Gehdéuse ist optimiert fiir eine Wellenldnge von 950 nm (Tageslichtfilter)

| Typ fo Typ fo |

TFMS 5330 33 kHz
TFMS 5370 36,7 kHz
TFMS 5400 40 kHz

TFMS 5300 30kHz
TFMS 5360 36 kHz
TFMS 5380 38 kHz
TFMS 5560 56 kHz
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Bild 1: Pinbelegung TFMS 5xx0

Pinbelegung |

Max. zulissige Grenzwerte: TFMS 5xx0

X , Betriebsspannung (Pin 2) .......ccccceeeiiiiiiniiiniienieeeenieeeenee e -0,3bis+6 V
Pin Name Funktion l BetriebsStrom (Pin 2) .....ccuiiiiiieeciee ettt et 5 mA
Max. Verlustleistung bei Betriebstemperatur von max. 85°C ..........ccccc..e.... 50 mW

1 GND M
2 Vs BeiiiS:bss annun Ausgangsspannung (Pin 3) ......cccceeiiiiiiriiiiienieeeeeeeese e -0,3bis+6 V
3 OUT Si nalausp an £ Ausgangsstrom (Pin 3) ...ccciiiiiirieniiiiiienieeieesieeie et 5 mA
g gang Lottemperatur (1 mm vom Gehduse, t < 10 S) .cvevceervieeneeniieereenieeieesieenens 260°C

Arbeitstemperaturbereich ..................

Funktionsbeschreibung

Die IR-Empfinger-/Demodulatorbau-
steine der Reihe TFMS 5xx0 sind miniatu-
risierte Empfanger fiir Infrarot-Fernsteue-
rungen. Die Empfiangerdiode, der zugeho-
rige Vorverstirker und der Demodulator

befinden sich in einem geschlossenen Ge-
hause mit interner Metallabschrimung, die
Epoxyd-VerguBmasse des Gehédusesistals
IR-Filter ausgefiihrt und auf die Wellen-
lange der maximalen spektralen Empfind-

lichkeit der Fotodiode (950 nm) ausgerich-
tet.

Das TTL- und CMOS-kompatible Aus-
gangssignal kann direkt von einem Mikro-
prozessor weiterverarbeitet werden. Eine
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Elektrische Kennwerte

(Standard-Applikation, Vs = 4,5 bis 5,5 V, TA typisch +25°C, wenn nicht anders aufgefiihrt)
Parameter Symbol Bedingungen min. typ. max. Einheit
Spannungsversorgung
Betriebsspannung Vs 4.5 5,0 5,5 A%
Stromaufnahme Is Vs=5V,Ev=0 0,4 0,5 0,8 mA
Vs =5V, Ev=40.000 Ix (bei Sonnenlicht) 1,0 mA
Ausgangsspannung VosL Testsignal 1t. Abbildung 4, f= fo 250 mV
Ubertragungsdistanz d Ev =0, Testsignal It. Abbildung 4 32 m
IR-Sendediode TSIP 5201, I=1,5 A
Bestrahlungsstirke Ee min 30 - 40 kHz, Testsignal s. Abbildung 4 0,40 0,6 mW/m?
56 kHz, Testsignal s. Abbildung 4 0,45 0,7 mW/m?
Halbwinkel ¢1/2 +55° Grad
der herausragendsten Eigenschaften die-
ser Integrationslosung ist die hohe Storsi- 330Q7) +5V*)

cherheit auch in problematischer Umge-
bung, die duBerst geringe externe Beschal-
tung und die geringen mechanischen Ab-
messungen.

Dazu kommt eine relativ geringe Strom-
aufnahme, die hohe Empfindlichkeit und
der mogliche Einsatz bis zu einem Tastver-
héltnis < 40%(tpi/T, Abbildung 4).

TFM. 5xx0
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Applikationsschaltung

Die Standard-Applikationsschaltung ist
in Abbildung 3 zu sehen. Die dullere Be-
schaltung des Bausteins (* siche Bild 3) ist
nur bei zu befiirchtenden Stérungen auf
der Betriebsspannungszuleitung bzw. der
Betriebsspannung selbst erforderlich. Der
mogliche Betriebsspannungsbereich ist auf
4,5 V bis 5,5 V festgelegt.

Bei Anstrahlung mit einer leistungsfa-
higen IR-Sendediode ist eine Ubertra-
gungs-Reichweite von bis zu 32 m er-
reichbar.

»Applikationsschaltung”.

Bild 3: Applikationsschaltung. Zur Bedeutung der Sternchen siehe Text
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Bild 5: Relative Empfindlichkeitin Abhén-
gigkeitvonder Abweichung der
Ubertragungsfrequenz

Bild 4: Aufbau von optischem Testsignal (oben)
und demoduliertem Ausgangssignal (unten)

Bild 6: Relative spektrale Empfindlich-
keit
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